
 ملخص

AlGaAsغیر المتجانسة (ائص الكھربائیة للخلیة الشمسیة قمنا بدراسة الخص / GaAs( بنیة ذاتp+pn
.SILVACO-ATLASمج المحاكاة المتطورناعن طريق برAM0في شروط الظلام و تحت الإضاءة n+npو

+p)   ة عرض نتائج الدراسة للخلیة الشمسیتم  -AlxGa1-xAs / p-GaAs / n-GaAs)
+n)و -AlxGa1-xAs/ n-GaAs / p-GaAs)مسندمع و بدون ال (GaAs)ةالمولی نسبة, مع تغییر ال x(Al)

فوتوفولطائیةفي الخصائص ال اعام اتحسن لاحظنا ،. وفقا للنتائج(AlxGa1-xAs)للألمنیوم للطبقة النافذة 
,FFعامل الشكل م, (Jsc)ما في كثافة تیار الدارة القصیرة ,لا سی(GaAs) مسندللخلیة عند إضافة ال

. بالنسبة للخلیة ηالفوتوفولطائيالتحويل مردودو Pmaxعظمیةالأ ستطاعةالا
(p+- Al0.491Ga0.509As / p- GaAs / n-GaAs) لدارة القصیرة ا, كثافة التیارJsc  تحسنت من              

28.09 mA/cm231.40إلى mA/cm2 فوتوفولطائيالتحويل المردودو η إلى %16.40من  تحسن
-+n). أما بالنسبة للخلیة 20.06% Al0.491Ga0.509As / n- GaAs / p-GaAs) فكثافة تیار الدارة القصیرة ,Jsc

28.712إلى mA/cm2 27.66تحسنت من  mA/cm2 فوتوفولطائيالتحويل المردودو η من  نتحس
ن في يظھر تحس(AlxGa1-xAs)طبقة النافذة في الx(Al) ةالمولیالنسبة. تغییر %16.63إلى 15.80%

+p)للخلیة. بالنسبة للخلیة فوتوفولطائیةالخصائص ال -AlxGa1-xAs / p-GaAs / n-GaAs)  مسندمع  
(GaAs) ، كثافة تیار الدارة القصیرةJsc  30.053تزيد من mA/cm2 32إلى mA/cm2  عندماx(Al) تغیر من ت

.%20.40إلى  %19.18نسبة من  حسنيت η فوتوفولطائيالتحويل المردود,0.099إلى 0.804
+n)بالنسبة للخلیة  -AlxGa1-xAs / n-GaAs / p-GaAs)  مسندمع (GaAs)  ، كثافة تیار الدارة القصیرةJsc

29.42إلى  mA/cm2 28.71 تزيد من  mA/cm2 عندماx(Al) التحويل مردودو 0.099إلى 0.491یر من تغت

.%18.09إلى  %16.63 من تحسن η فوتوفولطائيال
p+-AlxGa1-xAs)الخلیة تي تمنحھاالفوتوفولطائیةأخیرا أن الخصائص اللاحظنا  /p- GaAs /n-GaAs)

n+-AlxGa1-xAs)الخلیة منحھاأفضل من تلك التي ت /n- GaAs /p-GaAs) لالكترونات        احركیةنظرا لأن
الثقوب حركیةمن  كبرأ ينحو الاتصال الخلفي) ھp+pnتنجرّ بصفة أساسیة في بنیة ( الحاملات التي 

.نحو الاتصال الخلفي)n+npتنجرّ بصفة أساسیة في بنیة التي(الحاملات

Résumé

Nous avons étudié les caractéristiques électriques de la cellule solaire à hétérojonction
(AlGaAs / GaAs) de structure p+pn et n+np à l’obscurité et sous éclairement AM0 par le logiciel de
simulation sophistiqué SILVACO-ATLAS. Les résultats de l’étude sont présentés pour la cellule
solaire (p+ -AlxGa1-xAs / p-GaAs / n-GaAs) et (n+ -AlxGa1-xAs / n-GaAs / p-GaAs) sans et avec substrat
(GaAs), tout en faisant varier la fraction molaire x(Al) de l’aluminium de la couche fenêtre
(AlxGa1-xAs). D’après les résultats, nous avons constaté une générale amélioration dans les
caractéristiques photovoltaïques de la cellule avec l’ajout de substrat (GaAs), notamment dans la
densité de courant de court circuit (Jsc), le facteur de forme FF , la puissance maximale Pmax et le
rendement de conversion photovoltaïque η. Pour la cellule (p+- Al0.491Ga0.509As / p- GaAs / n-GaAs), la
densité de courant de court circuit Jsc s’améliore de 28.09 mA/cm2 à 31.40 mA/cm2 et le rendement de
conversion photovoltaïque η s’améliore de 16.40% à 20.06%. Pour la cellule
(n+- Al0.491Ga0.509As / n- GaAs / p-GaAs), la densité de courant de court circuit Jsc s’améliore de
27.66 mA/cm2 à 28.712 mA/cm2, et le rendement de conversion photovoltaïque η s’améliore de
15.80% à 16.63%. La variation de la fraction molaire x(Al) de la couche fenêtre (AlxGa1-xAs) révèle
une amélioration des caractéristiques photovoltaïques de la cellule. Pour la cellule
(p+ -AlxGa1-xAs / p-GaAs / n-GaAs) avec substrat (GaAs), la densité de courant de court circuit Jsc

augmente de 30.053 mA/cm2 à 32 mA/cm2 lorsque x(Al) varie de 0.804 à 0.099, le rendement de
conversion photovoltaïque η s’améliore de 19.18% à 20.40%. Pour la cellule
(n+ -AlxGa1-xAs / n-GaAs / p-GaAs) avec substrat (GaAs), la densité de courant de court de circuit Jsc

augmente de 28.71 mA/cm2 à 29.42 mA/cm2 lorsque x(Al) varie de 0.491 à 0.099 et le rendement de
conversion photovoltaïque η s’améliore de 16.63% à 18.09%. Nous constatons finalement que les
caractéristiques photovoltaïques fournies par la cellule (p+-AlxGa1-xAs /p- GaAs /n-GaAs) sont encore
plus meilleures que celles fournies par la cellule (n+-AlxGa1-xAs /n- GaAs /p-GaAs) du fait que la
mobilité des électrons (porteurs essentiellement entraînés dans la structure p+pn vers le contact arrière)
est supérieure à la mobilité des trous (porteurs essentiellement entraînés dans la structure n+np vers le
contact arrière).


